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Abstract of DE10136152 

The semiconductor component comprises a 
semiconductor base body (1) with a main side 
(2), on which are located spaced, discrete 
raised points (3) of first length (A) orthogonally 
to the main side. At least one deformation 
limiting element (4) is fitted on the main side 
and has a second length (B) smaller than the 
first one. On the main side is provided a wiring 
plane (5) with electric terminals a 
semiconductor chip (11), contained in the main 
body, for connection to the raised points. 
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DE 101 36 152 Al 
Semiconductor component 

Summary: 

It is specified a semiconductor element, e.g. a semiconductor chip, 
defining a plurality of vertical contact elements (3) positioned at 
the main surface (2) of a basic body (1) of the semiconductor element. 
Moreover is provided at least one deformation limiting element (4) for 
limiting the deformation of the contact elements (3) caused by the 
contact force (F) effecting from the backside. This principle reduces 
the risk of damaging of the semiconductor chip (11) at a improved use 
of surface, especially by a so called particle imprint at simultaneous 
more homogeneous force distribution and lower pressure. At this way it 
is ensured a good contact of the plurality of the vertical contact 
elements with lower expense. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
® Halbleiterbauteil 

® Es ist ein Halbleiterbauteil, beispielsweise ein Halblei- 3 43 

terplattchen, angegeben, welches eine Vielzahl von verti- 
kalen Kontaktelementen (3) aufweist, die auf einer Haupt- 
seite (2) eines Grundkorpers (1) des Halbleiterbauteils an- 
geordnet sind. Weiterhin ist zumindest ein deformations- 
begrenzendes Element (4) auf der Hauptseite (2) angeord- 
netzum Begrenzen der von einer ruckseitig amGrundkor- 
per angreifenden Kontaktkraft (F) verursachten Deforma- 
tion der Kontaktelemente (3). Das vorliegende Prinzip er- 
moglicht bei verbesserter Flachenausnutzung ein verrin- 
gertes Risiko der Beschadigung eines Halbleiterplatt- 
chens (11), insbesondere durch sogenanntes Particle Im- 
print, bei zugleich homogenerer Kraftverteilung und ge- 
ringerem Druck. Somit ist ein sicheres Kontaktieren der 
Vielzahl von vertikalen Kontaktelementen mit geringem 
• Aufwand gewahrleistet. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halbleiter- 
bauteil mit einer Vielzahl von diskreten Erhebungen, die 
voneinander beabstandet auf der Hauptseite des Grundkor- 5 
pers angcordnet sind. 

[0002] Neue Techniken bei der Halbleitermontage schlie- 
Ben die Verwendung vertikaler Kontaktelernente ein, welche 
beispielsweise hockerformige Erhebungen an einer Haupt- 
seite eines Grundkorpers eines Halbleiterbauteils sind und 10 
welche Ublicherweise mit AnschluBflachen, den sogenann- 
ten Pads, am Grundkorper des Halbleiterbauteils bezie- 
hungsweise dessen aktiver Vorderseite iiber eine Umver- 
drahtungsebene kontaktiert sind. 

[0003] Derartige, vertikale Kontaktelernente sind iibli- 15 
cherweise matrixformig in einer gemeinsamen Ebene ange- 
ordnet und konnen einerseits wahrend des Fertigungspro- 
zesses zum Testen des Halbleiterplattchens, das heiBt des 
Grundkorpers aus Halbleitermaterial, eingesetzt werden und 
andercrseits der Modulmontage, beispielsweise bei soge- 20 
nannten Multilayer-Modulen, dienen. 
[0004] Zum Testen des Halbleiterplattchens ist es erfor- 
derlich, den Grundkorper mit den diskreten Erhebungen ge- 
gen eine Platine, ein sogenanntes PCB (Printed Circuit Bo- 
ard), durch Kraftausubung anzudriicken, urn ublicherweise 25 
vorhandene Abweichungen von einer idealen Flachheit der 
Testplatine zu uberwinden und somit einen guten elektri- 
schen Kontakt aller vertikaler Kontaktelernente mit den ver- 
tikalen Kontaktelementen auf der Testplatine zugeordneten 
AnschluBflachen sicherzustellen. Durch die Ausiibung einer 30 
derartigen Kraft ergibt sich zwangslaufig eine Deformation 
der vertikalen Kontaktelernente. Urn diese Deformation in- 
nerhalb zulassiger Grenzen zu halten, ist es iiblich, die Kom- 
pression, welche auf die vertikalen Kontaktelernente wirkt, 
durch Vorspriinge in einem Testsockel zu begrenzen und die 35 
vertikalen Kontaktelernente hierdurch vor Beschadigung zu 
schiitzen. 

[0005] Anhand der Fig. 6a bis 6c und 7a, 7b sowie 8a, 8b, 
die vorbekannte Halbleiterbauelemente mit vertikalen Kon- 
taktelementen zeigen, soli die damit verbundene Problema- 40 
tik erlautert werden: 

[0006] Fig. 6a zeigt einen Grundkorper aus Halbleiterma- 
terial 1 mit einer Vielzahl von diskreten Erhebungen 3 sowie 
mit AnschluBflachen 6, welche iiber eine Umverdrahtungs- 
ebene mit den ihnen jeweils zugeordneten vertikalen An- 45 
schluBelementen 3 verbunden sind, in einer Draufsicht auf 
die Hauptseite des Grundkorpers. 

[0007] Fig. 6b zeigt das Halbleiterbauteil gemaB Fig. 6a 
in einem Querschnitt. Der Grundkorper 1 umfaBt eine Um- 
verdrahtungsebene 5 sowie iiber die Umverdrahtungsebene 50 
5 kontaktierte, elektrisch leitfahige, vertikale Kontaktele- 
rnente 3, welche auf einer Hauptseite 2 des Grundkorpers 1 
hockerformig ausgebildet sind. 

[0008] Fig. 6c schlieBlich erlautert die Umverdrahtungs- 
ebene 5 in einer vergroBerten Darstellung des Halbleiterbau- 55 
teils von Fig. 6a mit AnschluBflachen 6, welche iiber Leiter- 
bahnen 7 mit den vertikalen Kontaktelementen 3 verbunden 
sind. 

[0009] Die bereits beschriebene Begrenzung der Kom- 
pressionskraft beziehungsweise der auf die vertikalen Kon- 60 
taktelemente wirkenden Deformation aufgrund von Kraft- 
einwirkung zur Kontaktierung in Testsockeln soli anhand 
der Fig. 7a, 7b, 8a und 8b erlautert werden. 
[0010] Fig. 7a zeigt das Halbleiterbauteil 1 wie bereits in 
Fig. 6b beschrieben. Weiterhin ist ein Testsockel 8 einge- 65 
zeichnet, welcher den vertikalen Kontaktelementen 3 je- 
weils zugeordnete elektrische AnschluBflachen 9 (Pads) auf- 
weist, mit denen die vertikalen Kontaktelernente 3 zum Be- 
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reitstellen einer Testumgebung zu kontaktieren sind. Dem 
Umfang des Grundkorpers 1 zugeordnet sind dabei Vor- 
spriinge 10 am Testsockel 8 vorgesehen, welche eine Hone 
aufweisen, die so eingestellt ist, daB die durch Krafteinwir- 
kung entstehende Deformation der vertikalen Kontaktele- 
rnente 3 begrenzt ist. 

[0011] Fig. 7b zeigt ein lose auf einen Testsockel 8 aufge- 
setztes Halbleiterbauteil 1 in einem Ausschnitt, welcher die 
Einstellung der Hone des Vorsprunges 10 in Bezug auf die 
Hone des vertikalen Kontaktelements 3 erlautert. Durch 
Einwirken von Kraften senkrecht zu einer Hauptflache des 
Grundkorpers 1 ergibt sich, wie in Fig. 8a und 8b darge- 
stellt, eine zulassige Deformation der vertikalen Kontaktele- 
rnente 3, welche durch die beschriebenen Vorspriinge 10 am 
Testsockel 8 erreicht ist. Fig. 8a entspricht dabei, abgesehen 
von den nunmehr aufgrund des auf die Vorspriinge 10 aufge- 
setzten Grundkorpers 1 deformierten, vertikalen Kontakt- 
elernente 3 der Fig. 7a. Die Fig. 8b hingegen zeigt einen 
Ausschnitt aus Fig. 8a mit Vorsprung 10 und deformiertem 
Kontaktelement 3 beziehungsweise die Ausschnittsdarstel- 
lung von Fig. 7b bei Einwirken einer Kraft E 
[0012] Die beschriebene, bekannte Deformationsbegren- 
zung der vertikalen Kontaktelernente zeigt jedoch in der 
Praxis eine Vielzahl von Nachteilen, beispielsweise kann 
eine Kraftausubung auf den Grundkorper des Halbleiterbau- 
teils, ublicherweise ein Halbleiterplattchen, ein sogenanntes 
Die, zu einer Zerstorung desselben dadurch fuhren, daB un- 
gewollt auftretende, aber ublicherweise unvermeidliche Par- 
tikel zwischen die Oberflache des Halbleiterplattchens und 
den Vorsprung gelangen und Schutzschichten des Halblei- 
terplattchens wie beispielsweise Polyimid- oder Passivie- 
rungsschichten durchbohren und somit Schaltkreise auf dem 
Halbleiterplattchen beschadigen konnen. Ein wei teres Pro- 
blem der beschriebenen Deformationsvermeidung besteht 
darin, daB entlang des Umfangs des Halbleiterbauteils eine 
Randzone von nicht unerheblichen AusmaBen verbleiben 
muB, welche in der Lage ist, eine kraftschlussige Verbin- 
dung mit den Vorspriingen 10 am Testsockel 8 einzugehen. 
Hierdurch ist jedoch die fur die vertikalen Kontaktelernente 
zur Verftigung stehende Flache reduziert, da zwischen den 
vertikalen Kontaktelementen 3 ein fester Abstand (Pitch) 
einzuhalten ist, welcher dem Matrixabstand (Pad Pitch) der 
AnschluBflachen beispielsweise arn Testsockel entsprechen 
muB. Da jedoch auch die GroBe des Halbleiterbauteils sowie 
die Anzahl der eiektrischen Kontakte und damit der vertika- 
len Kontaktelernente festgelegt ist, kann das Erfordernis ei- 
ner kontaktelementfreien Randzone am Halbleiterkbrper 
dazu fuhren, daB nicht alle erforderlichen vertikalen Kon- 
taktelernente auf der verbleibenden Chipflache unterbring- 
bar sind. 

[0013] SchlieBlich uberdccken die Vorspriinge am Test- 
sockel lediglich eine kleine Flache der Hauptseite des Halb- 
leiterbauteils, wodurch sich zwangslaufig eine ungleichma- 
Bige Kraftverteilung iiber das Halbleiterbauteil hinweg er- 
gibt, welche wiederum zu Verspannungen der Die-Oberfla- 
che, insbesondere dessen aktiver Vorderseite, fuhren kann 
und somit zu einer irreversiblen Beschadigung des Ghips. 
[0014] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
Halbleiterbauteil anzugeben, bei dem eine unzulassige De- 
formation von vertikalen Kontaktelementen vermieden ist 
und welches zugleich bezuglich der genannten Nachteile 
verbessert ist. 

[0015] ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelost mit ei- 
nem Halbleiterbauteil, umfassend 

- einen Grundkorper aus Halbleitermaterial mit einer 
Hauptseite, 

- eine Vielzahl von diskreten Erhebungen, die vonein- 
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ander beabstandet auf der Hauptseite des Grundkorpers 
angeordnet sind, mit einer ersten Lange senkrecht zur 
Hauptseite und 

- zumindest ein deformationsbegrenzendes Element, 
welches auf der Hauptseite des Grundkorpers zwischen 
den diskreten Erhebungen angeordnet ist, mit einer 
zweiten Lange senkrecht zur Hauptseite, die kleiner ist 
als die erste Lange. 

[0016] Die erste Lange der diskreten Erhebungen ist dabei 
selbstverstandlich Fertigungstoleranzen unterworfen. Inso- 
fern ist diese Lange im Rahmen der in Massenherstellungs- 
verfahren ublichen Toleranzen verstanden. 
[0017] Dem beschriebenen Halbleiterbauteil liegt das 
Prinzip zugrunde, das zumindest eine deformationsbegren- 
zende Element nicht am Testsockel, sondem vielmehr am 
Grundkorper des Halbleiterbauteils selbst und zwischen den 
diskreten Erhebungen beziehungsweise vertikalen Kontakt- 
elementen direkt am Halbleiterplattchen (Die) als zusatzli- 
ches Strukturelement anzubringen. 

[0018] Die Hauptseite des Grundkorpers aus Halbleiter- 
material kann die aktive Vorderseite eines Halbleiterplatt- 
chens sein. 

[0019] Altemativ oder zusatzlich kann der Grundkorper 
mit dem Halbleiterplattchen eine Umverdrahtungsebene 
umfassen. 

[0020] Mittels der DirTerenz von erster und zweiter Lange 
ist die gewunschle Kompression, welche Abweichungen 
von einer idealen Flachheit auszugleichen in der Lage ist so- 
wie die elektrische Kontaktierung der vertikalen Kontakt- 
elemente mit AnschluBflachen beispielsweise an einem 
Testsockel sicherstellt, in gewtinschter Weise einstellbar. 
[0021] Bei Auflegen des beschriebenen Halbleiterbauteils 
beispielsweise auf einen Testsockel sind zunachst nur die 
diskreten Erhebungen beziehungsweise die vertikalen Kon- 
taktelemente in Kontakt mit dem Testsockel oder der Pla- 
tine. Durch Beaufschlagen einer Ruckseite des Halbleiter- 
bauteils, welche der Hauptseite gegeniiberliegend ist, mit ei- 
ner Kompressionskraft ergibt sich eine gewunschte, zumin- 
dest teilweise elastische Deformation der vertikalen Kon- 
taktelemente, welche mit einer Federkonstante der vertika- 
len Kontaktelemente beschreibbar ist. Sobald bei weiter an- 
steigender Krafteinwirkung die deformationsbegrenzenden 
Elemente ebenfalls in Kontakt mit der Platine oder mit dem 
Testsockel treten, ergibt sich ein Wechsel der Federkon- 
stante, aufgrund dessen eine weitere, unerwiinschte Defor- 
mation der vertikalen Kontaktelemente in einfacher Weise 
vermeidbar ist. 

[0022] Zum Sicherstellen einer guten elektrischen Kon- 
taktierung aller vertikaler AnschluBelemente mit zugeord- 
ncten AnschluBflachen wird man im Betrieb iibb'cherweise 
eine etwas hohere Kraft auf die Ruckseite des Halbleiter- 
bauteils einwirken lassen, als mindestens zum Uberwinden 
der Federwirkung der vertikalen Kontaktelemente bis zum 
Aufliegen der deformationsbegrenzenden Elemente auf eine 
Platine oder einen Testsockel erforderlich ware. Die zusatz- 
lich zu einer derartigen minimalen Kraft bis zu der norma- 
len, im Betrieb auftretenden Kontaktkraft auftretende Diffe- 
renz wird praktisch hauptsachlich von den deformationsbe- 
grenzenden Elementen absorbiert. 

[0023] Das beschriebene Prinzip bietet zum einen den 
Vorteil, daB die deformationsbegrenzenden Elemente in 
Zwischenraumen zwischen den ohnehin voneinander beab- 
standeten diskreten Erhebungen vorgesehen sind. Ein Ab- 
stand zwischen den diskreten Erhebungen ist dabei allein 
aufgrund eines vorgeschriebenen Abstandes der Kontakte 
voneinander (pitch) vorgegeben. Demnach fiihrt die be- 
schriebene Deformationsbegrenzung nicht zu einer Verrin- 
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gerung der fur die vertikalen Kontaktelemente nutzbaren 
Chipflache, wie sie bei den eingangs beschriebenen Testsok- 
keln mit Vorspriingen entlang des Umfangs des Chips erfor- 
derlich ist. 

5 [0024] Zum anderen bietet das aufgezeigte Prinzip den 
weiteren Vorteil, daB die Oberflache der Hauptseite des 
Grundkorpers aus dem Halbleitermaterial nicht in einen di- 
rekten mechanischen Kontakt mit einem Testsockel tritt. 
Hierdurch wird das Risiko der Zerstorung des Halbleiter- 

10 plattchens durch sich eindriickende Partikel ausgeschaltet. 
[0025] Neben der beschriebenen Anwendung der defor- 
mationsbegrenzenden Elemente in Testsockeln zum ferti- 
gungsbegleitenden Testen von Halbleiterplattchen kann das 
beschriebene Prinzip auch in einfacher Weise bei der Mo- 

15 dulmontage eingesetzt sein. 

[0026] SchlieBlich konnen je nach Anwendungsfall die in- 
tegrierten, deformationsbegrenzenden Elemente einen gro- 
Ben Teil der Flache der Hauptseite des Grundkorpers ein- 
nehmen und damit zu einem geringen lokalen Druck und ei- 

20 ner guten Druckverteilung uber die aktive Vorderseite eines 
Halbleiterplattchens hinweg fuhren. 
[0027] Die beschriebenen deformationsbegrenzenden 
Elemente sind also ein integraler Bestandteil eines Grund- 
korpers eines Halbleiterbauteils oder eines Halbleiterplatt- 

25 chens. 

[0028] Das Halbleiterbauteil kann beispielsweise in Flip- 
Chip-Technik ausgefuhrt sein. 

[0029] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung weist der Grundkorper auf seiner Haupt- 

30 seite eine Umverdrahtungsebene auf, welche elektrische 
Anschliisse eines vom Grundkorper umfaBten Halbleiter- 
plattchens elektrisch mit den diskreten Erhebungen verbin- 
det, welche elektrisch leitfahig ausgebildet sind. 
[0030] In einer weiteren, vorteilhaften Ausfuhrungsform 

35 der vorliegenden Erfindung sind die diskreten Erhebungen 
an Kreuzungspunkten von Zeilen und Spalten einer Matrix 
auf der Hauptseite des Grundkorpers angeordnet. Hierdurch 
ergibt sich bei guter Raumausnutzung eine verbesserte 
Druckverteilung bei Einwirken einer Kompressionskraft. 

40 [0031] Der Abstand der Zeilen und Spalten voneinander, 
welche unmittelbar benachbart und voneinander beabstan- 
det sind, wird ublicherweise als Pitch bezeichnet. 
[0032] In einer weiteren, vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung ist eine Vielzahl von deformati- 

45 onsbegrenzenden Elementen auf der Hauptseite des Grund- 
korpers angeordnet in Spalten der Matrix, jeweils zwischen 
den diskreten Erhebungen. Das Vorsehen einer Vielzahl von 
deformationsbegrenzenden Elementen in ohnehin aufgrund 
des vorgeschriebenen Abstandes der Kontakte voneinander 

50 vorgegebenen Zwischenraumen errnoglicht zum einen eine 
verbesserte Raumausnutzung und zum anderen eine beson- 
ders homogene Druckverteilung iiber das Halbleiterplatt- 
chen hinweg. 

[0033] In einer weiteren, bevorzugten Ausfuhrungsform 
55 der vorliegenden Erfindung ist das zumindest eine deforma- 
tionsbegrenzende Element in Zeilen und Spalten der Matrix 
angeordnet, jeweils zwischen den diskreten Erhebungen. 
Sowohl benachbarte Zeilen als auch benachbarte Spalten 
von vertikalen Kontaktelementen sind demnach jeweils 
60 durch das zumindest eine deformationsbegrenzende Ele- 
ment voneinander beabstandet, Ein derartiges, zumindest ei- 
nes deformationsbegrenzendes Element kann beispielsweise 
in einer zweiseitigen Kammform ausgebildet sein und er- 
rnoglicht demnach aufgrund der groBen erzielbaren Flache 
65 eine besonders geringe lokale Druckausiibung so wie gleich- 
zeitig eine besonders homogene Druckverteilung iiber das 
Halbleiterplattchen hinweg. Hierdurch sind Torsionen oder 
Verspannungen des Halbleiterplattchens weiter verringert. 
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[0034] In einer weiteren, bevorzugten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung sind die diskreten Erhebungen 
hockerformig ausgebildet. Derartige, hockerformige verti- 
kale Kontaktelemente werden auch als Bumps bezeichnet. 
Das hockerformige Ausbilden der diskreten Kontaktele- 
mente stellt zum einen eine einfache Herstellbarkeit sicher 
und ermoglicht zum anderen gute elastische Deformations- 
eigenschaften sowie ein sicheres elektrisches Kontaktieren. 
[0035] In alternativen Ausfuhrungsformen konnen die 
diskreten Erhebungen einen rechteckigen, halbkreisformi- 
gen, elliptischen oder ahnlichen Querschnitt aufweisen. 
[0036] In einer weiteren, bevorzugten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung bestehen die diskreten Erhebun- 
gen aus Halbleitermaterial. 

[0037] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind Gegen- 
stand der Unteranspriiche. 

[0038] Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren 
Zeichnungen anhand von Ausfiihrungsbeispielen naher er- 
lautert. 

[0039] Es zeigen: 

[0040] Fig. la ein erstes Ausftihrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaBen Halbleiterbauteils in einer Draufsicht, 
[0041] Fig. lb einen Querschnitt durch das Halbleiterbau- 
teil von Fig. la, 

[0042] Fig. lc einen vergroBerten Ausschnitt aus dem 
Querschnitt des Halbleiterbauteils von Fig. lb, 
[0043] Fig. 2a das Halbleiterbauteil gemaB Fig. lb und ei- 
nen Testsockel zum Testen des Halbleiterbauteils, 
[0044] Fig. 2b einen Ausschnitt aus dem Halbleiterbauteil 
und dem Testsockel von Fig. 2a, jedoch mit auf den Testsok- 
kel lose aufgesetztem Halbleiterbauteil, 
[0045] Fig. 2c das Halbleiterbauteil mit Testsockel gemaB 
Fig. 2a, jedoch unter Einwirkung einer Kompressionskraft 
zum Herstellen einer sicheren Kontaktierung, 
[0046] Fig. 2d einen vergroBerten Ausschnitt aus der Dar- 
stellung von Fig. 2c, 

[0047] Fig. 3a einen Ausschnitt aus einem Halbleiterbau- 
teil in Querschnittsdarstellung gemaB Fig. lb, 
[0048] Fig. 3b ein Schaubild einer modellhaften Kennli- 
nie der Federkonstanten eines Halbleiterbauteils gemaB Fig. 
3a, 

[0049] Fig. 4a ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines er- 
findungsgemaBen Halbleiterbauteils in einer Draufsicht mit 
kammartig ausgebildetem deformationsbegrenzendem Ele- 
ment, 

[0050] Fig. 4b ein Schaubild einer Federkennlinie in einer 
vereinfachten Modellierung beziiglich des Halbleiterbau- 
teils gemaB Fig. 4a, 

[0051] Fig. 5a ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaBen Halbleiterbauteiles mit in Zwischenspalten 
angeordneten deformationsbegrenzenden Elementen, 
[0052] Fig. 5b ein Schaubild einer Federkennlinie in einer 
vereinfachten Modellierung beziiglich des Halbleiterbau- 
teils von Fig, 5 a, 

[0053] Fig. 6a ein Halbleiterbauteil gemaB dem Stand der 
Technik mit vertikalen Kontaktelementen in einer Drauf- 
sicht, 

[0054] Fig. 6b einen Querschnitt durch das Halbleiterbau- 
teil von Fig. 6a gemaB Stand der Technik, 
[0055] Fig. 6c eine AusschnittsvergroBerung einer Um- 
verdrahtungsebene des Halbleiterbauteils von Fig. 6a ge- 
maB dem Stand der Technik, 

[0056] Fig. 7a ein Halbleiterbauteil gemaB Fig. 6b mit ei- 
nem Testsockel gemaB Stand der Technik, 
[0057] Fig. 7b eine AusschnittsvergroBerung der Anord- 
nung gemaB Fig. 7a mit einem Vorsprung zur Deformations- 
begrenzung, 

[0058] Fig. 8a die Anordnung von Fig. 7a bei Einwirkung 
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einer Kompressionskraft, 

[0059] Fig. 8b eine AusschnittsvergroBerung der kraft- 
schliissigen Verbindung zwischen Vorsprung und Grundkor- 
per gemaB Fig. 8a, 

[0060] Fig. 9 eine Draufsicht auf eine schematische An- 
ordnung eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels mit langge- 
streckten, deformationsbegrenzenden Elementen, 
[0061] Fig. 10a die Anordnung von Fig. 9 in einem Quer- 
schnitt und 

[0062] Fig. 10b anhand eines Querschnitts ein weiteres, 
alternatives Ausfuhrungsbeispiel des Gegenstands gemaB 
Querschnitt von Fig. 10a. 

[0063] Fig. 1 a zeigt einen Grundkorper 1 aus Halbleiter- 
material mit einer Vielzahl von matrixformig angeordneten, 
diskreten Erhebungen 3, welche als hockerformige, verti- 
kale Kontaktelemente ausgebildet sind, in einer Draufsicht. 
Die vertikalen Kontaktelemente 3 sind dabei in Zeilen und 
Spalten unter Einhaltung vorgegebener Abstande zueinan- 
der angeordnet. In Zwischenspalten jeweils zwischen verti- 
kalen Kontaktelementen 3 sind deformationsbegrenzende 
Elemente 4 vorgesehen, welche sich uber die gesamte Spal- 
tenlange der Matrix erstrecken und welche benachbarte 
Spalten von vertikalen Kontaktelementen voneinander be- 
abstanden, Demnach sind jeweils abwechselnd Spalten mit 
je einem deformationsbegrenzendem Element 4 und Spalten 
mit einer Vielzahl von zeilenformig angeordneten vertikalen 
Konktaktelementen gebildet. GemaB Ausfuhrungsbeispiel 
von Fig. la sind keine deformationsbegrenzenden Elemente 
in Zwischenzeilen zwischen den vertikalen Kontaktelemen- 
ten 3 vorgesehen. 

[0064] Fig. lb zeigt das Halbleiterbauteil von Fig. la mit 
einem Grundkorper 1, einer Umverdrahtungsebene 5 sowie 
diskreten Erhebungen 3 und deformationsbegrenzenden 
Elementen 4 in einem Querschnitt. Dabei umfaBt der Grund- 
korper 1 ein Halbleiterplattchen 11, mit einer auf dessen 
Hauptseite 2 gebildeten Umverdrahtungsebene 5 sowie mit 
auf der Hauptseite 2 angeordneten vertikalen Kontaktele- 
menten 3, welche hockerformig, als sogenannte bumps, aus- 
gebildet sind sowie mit diese beabstandenden, ebenfalls 
hockerformig ausgebildeten, deformationsbegrenzenden 
Elementen 4. Es ist deutlich zu erkennen, daB die Lange der 
deformationsbegrenzenden Elemente 4 gemessen in ortho- 
gonaler Richtung zur Hauptseite 2 des Grundkorpers 1 des 
Halbleiterbauteils geringer ist, als die der vertikalen Kon- 
taktelemente 3. 

[0065] Fig. lc zeigt eine AusschnittsvergroBerung aus 
Fig. lb mit dem Grundkorper 1, welcher das Halbieiterplatt- 
chen 11 und die Umverdrahtungsebene 5 umfaBt. Auf der 
Hauptseite 2 des Grundkorpers 1 ist vergroBert jeweils ein 
deformationsbegrenzendes Element 4 sowie ein vertikales 
Kontaktelement 3 gezeigt. Orthogonal zur Hauptflache des 
Halbleiterbauteils gemessen weist das vertikale Kontaktele- 
ment 3 eine Lange A auf, wahrend das deformationsbegren- 
zende Element 4 eine kleinere Lange B hat, jeweils gemes- 
sen von der Hauptseite oder aktiven Vorderseite 2 des Halb- 
leiterbauteils. 

[0066] Fig. 2a zeigt ein An wendungsbei spiel der Defor- 
mationsbegrenzung anhand eines Testsockels 8, welcher 
eine Vielzahl von AnschluBflachen 9 aufweist, die jeweils je 
einem vertikalen Kontaktelement 3 des Halbleiterbauteils 
zugeordnet sind, ebenfalls an einem Querschnitt. Daruber ist 
ein Halbleiterbauteil mit einem Grundkorper 1 eingezeich- 
net, welches dem von Fig. lb anhand eines Querschnitts be- 
schriebenen entspricht. 

[0067] Fig. 2b zeigt eine AusschnittsvergroBerung der 
Anordnung von Fig. 2a, jedoch mit lose auf die AnschluB- 
flache 9 des Testsockels 8 aufgesetzten vertikalen Kontakt- 
elementen 3 des Grundkorpers 1. Dabei ist zum einen er- 
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kennbar, daB der Testsockel 8 keine Vorsprunge zur Defor- [0072] Fig. 4a zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel ei- 

mationsbegrenzung aufweist. Zum anderen ist der Langen- nes erfindungsgemaBen Halbleiterbauteils mit deformati- 

unterschied zwischen vertikalem Kontaktelement 3 und de- onsbegrenzendem Element 12, welches zweiseitig kammar- 

formationsbegrenzendem Element 4 deutlich, welcher dazu tig ausgebildet ist und sich jeweils in Zwischenspalten der 

fiihrt, daB bei lose aufgesetztem Grundkorper 1 kein Kon- 5 matrixformig angeordneten vertikalen Kontaktelemente 3 

takt zwischen Testsockel 8 und deformationsbegrenzendem ausdehnt sowie einen zusatzlichen Verbindungssteg in einer 

Element 4 hergestellt ist. Zwischenzeile der matrixfbrmig angeordneten vertikalen 

[0068] Fig. 2c zeigt die Anordnung von Fig. 2a mit Kontaktelemente hat. Insgesamt kann das deformationsbe- 

Grundkorper 1 und Testsockel 8, jedoch unter Einwirkung grenzende Element 12 gemaB Fig. 4a aus einem Stuck ge- 

einer Kraft F auf eine Riickseite des Grundkorpers 1, welche 10 fertigt sein. Das deformationsbegrenzende Element 12 fullt 

der Hauptseite 2 des Grundkorpers 1 gegeniiberhegt. Auf- bezuglich der deformationsbegrenzenden Elemente 4 ge- 

grund der Krafteinwirkung F sind die deformationsbegren- maB Fig. la eine deutlich groBere Flache der Hauptseite des 

zenden Elemente 4 gerade in Kontakt mit dem Testkorper 8, Grundkorpers 1 des Halbleiterbauteils aus, so daB insgesamt 

wahrend die vertikalen Kontaktelemente 3 bereits defor- mit einer noch weiter verringerten Druckausubung auf das 

miert sind und somit einerseits einen sicheren Kontakt mit 15 Halbleiterplattchen zu rechnen ist. Zudem ergibt sich eine 

den AnschluBflachen 9 des Testkorpers sicherstellen und an- besonders homogene Kraftverteilung iiber die Flache des 

dererseits Unebenheiten von Grundkorper 1 und/oder insbe- Halbleiterbauteils. 

sondere von Testsockel 8 ausgleichen. [0073] Fig. 4b beschreibt die dem Halbleiterbauteil ge- 

[0069] Es ist erkennbar, daB der Testsockel 8 keinen Vor- maB Fig. 4a zugehorige Kennlinie der Federkonstanten, wo- 

sprung 10 aufweist, welcher am Umfang des Grundkorpers 20 bei deutlich zu erkennen ist, daB, sobald das deformations- 

1 zu einer Verringerung der fur die vertikalen Kontaktele- begrenzende Element 12 wirksam zur Federkonstanten bei- 

mente nutzbaren Flache fuhren wiirde. Weiterhin erfoigt tragt, eine deutlich groBere Federkonstante und damit eine 

kein unmittelbarer flachiger Kontakt der Hauptseite 2 des deutlich hartere Feder als beispielsweise in Fig. 3b zu er- 

Halbleiterplattchens des Grundkorpers 1 mit dem Testsockel warten ist. 

8, so daB keine Zerstorungs- oder Beschadigungsgefahr des 25 [0074] Fig. 5a zeigt ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines 

Halbleiterplattchens durch sich eindriickende Partikel gege- erfindungsgemaBen Halbleiterbauteils mit mehreren defor- 

ben ist. Da, wie beispielsweise in Fig. la erkennbar, die de- mationsbegrenzenden Elementen 13, welche jeweils in Zwi- 

fonnationsbegrenzenden Elemente 4 eine verhaltnismaBig schenspalten zwischen matrixformig angeordneten, vertika- 

groBe Flache einnehmen und homogen uber die Flache des len Kontaktelementen 3 angeordnet sind. Anders als beim 

Halbleiterbauteils verteilt sind, ergibt sich zum einen eine 30 Halbleiterbauteil gemaB Fig. la sind jedoch in jeder Zwi- 

gleichmaBige Kraftverteilung und zum anderen ein insge- schenspalte zwei deformationsbegrenzende Elemente 13 

samt verhaltnismaBig geringer Druck auf die Oberflache des vorgesehen, welche voneinander beabstandet sind. Die de- 

Halbleiterplattchens, insbesondere auf dessen aktive Flache. formationsbegrenzenden Elemente 13 haben dabei eine 

[0070] Fig. 3a zeigt einen Ausschnitt aus dem Querschnitt Ausdehnung in Spaltenrichtung, die sich jeweils lediglich 

eines beispielhaften Halbleiterbauelements gemaB Fig. lc 35 uber zwei vertikale Kontaktelemente 3 erstreckt. Gegen iiber 

mit einem vertikalen Kontaktelement 3 sowie einem defor- dem Ausfuhrungsbeispiel von Fig. la ist demnach insge- 

mationsbegrenzendem Element 4. Wie bereits bei Fig. lc er- samt eine geringere Flache mit den deformationsbegrenzen- 

lautert, weisen das deformationsbegrenzende Element 4 so- den Elementen 13 ausgefullt, so daB sich eine weichere 

wie das vertikale Kontaktelement 3 eine unterschiedliche Kennlinie der Federkraft in dem Teil ergibt, wo die deforma- 

Lange orthogonal zur Hauptflache des Halbleiterbauele- 40 tionsbegrenzenden Elemente 13 eine entscheidende Funk- 

mentes auf, diese Langendifferenz ist in Fig. 3a mit C be- tion ausuben. Dies ist anhand der Kennlinie der Auslenkung 

zeichnet. aufgetragen iiber der Kraft von Fig. 5b deutlich erkennbar, 

[0071] Fig. 3b zeigt in einem Schaubild die Kennlinie der welche das Halbleiterbauelement von Fig. 5a beschreibt und 

Verformung von vertikalem Kontaktelement 3 und deforma- im genannten Bereich eine deutlich hohere Steigung auf- 

tionsbegrenzendem Element 4 gemaB Fig. 3a anhand einer 45 weist als die Kennlinien gemaB Fig. 3b und 4b. 

abschnittweise mit den jeweils gultigen Federkonstanten [0075] Die Erlauterungen zu den Fig. 6a bis 8b, welche 

Dl, D2 definierten Kurve, wobei die Langendifferenz C von den Stand der Technik wiedergeben, sind bereits eingangs 

vertikalem Kontaktelement 3 und deformationsbegrenzen- angegeben und deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal 

dem Element 4 den Ubergang von einer ersten Dl auf eine wiederholt. 

zweitc Federkonstante D2 beschreibt. Solange, wie von Fe- 50 [0076] Fig. 9 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der 

derkonstante Dl beschrieben, lediglich das vertikale Kon- vorliegenden Erfindung mit einem Grundkorper 1, mit auf 

taktelement 3 in Kontakt mit der Platine oder einem Test- dessen Vorderseite 2 matrixformig angeordneten vertikalen 

sockel ist, gilt Federkonstante Dl, welche lediglich durch Kontaktelementen 3. Weiterhin sind entlang des Umfangs 

das Deformationsverhalten der diskreten Erhebungen 3 be- des Grundkorpers 1 und ebenfalls auf dessen Oberseite 2 

stimmt ist. Wird jedoch eine iiber die Grenzkraft Fmin hin- 55 langgestreckte, deformationsbegrenzende Elemente 14 an- 

ausgehende Kraft F eingepragt, so gilt Federkonstante D2, geordnet, welche sich jeweils iiber mehrere Zeilen bzw. 

welche eine hartere Feder beschreibt, so daB bei gleicher Spalten der matrixformig angeordneten vertikalen Kontakt- 

Kraft cine deutlich geringere Auslenkung als bei Federkon- elemente 3 erstrecken, aber von diesen beabstandet sind. 

stante Dl zu erwarten ist. Federkonstante D2 gilt dabei ab [0077] Fig. 10a zeigt einen beispielhaften Querschnitt des 

dem Zeitpunkt, an dem bei ansteigender Krafteinwirkung 60 Ausfuhrungsbeispiels von Fig. 9. Die langgestreckten, de- 

zusatzlich zu den diskreten Erhebungen 3 auch die deforma- formationsbegrenzenden Elemente 14 sind dabei mit recht- 

tionsbegrenzenden Elemente 4 in Kontakt mit der Platine eckformigem Querschnitt ausgebildet. 

oder dem Testsockel treten. Die ublicherweise zum Sicher- [0078] Fig. 10b zeigt in einer alternativen Ausfuhrungs- 

stellen einer guten Kontaktierung aufzuwendende Kraft form zu dem Gegenstand gemaB Querschnitt von Fig. 10a 

wird demnach etwas hoher als die minimal anzuwendende 65 anhand eines weiteren Querschnitts des Gegenstands von 

Kraft Fmin sein und ist im Diagramm gemaB Fig. 3b mit Fig. 9 eine Ausfuhrung der deformationsbegrenzenden Ele- 

Fcont bezeichnet. Die Federkonstante D2 hat einen hoheren mente 15 mit hockerformigem Querschnitt. Die Berandung 

Werte als die Federkonstante Dl. der deformationsbegrenzenden Elemente verlauft jedoch 
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nicht rechtwinklig auf der Vorderseite 2 des Grundkorpers, 
sondern weist an der Oberseite 2 einen weichen Ubergang 
auf. 

Bezugszeichenliste 

1 Grundkorper 

2 Vorderseite 

3 Vertikales Kontaktelement 

4 Deformationsbegrenzendes Element 

5 Umverdrahtungsebene 

6 AnschluBflache 

7 Leiterbahn 

8 Testsockel 

9 AnschluBflache 

10 Vorsprung 

11 Halbleiterplattchen 

12 Deformationsbegrenzendes Element 

13 Deformationsbegrenzendes Element 

14 Deformationsbegrenzendes Element 

15 Deformationsbegrenzendes Element 
Dl Federkonstante 

D2 Federkonstante 
A Hone 
BHohe 

C Differenzlange 
F Kraft 
Fmin Kraft 
Fcont Kraft 
Y Abstand 



dadurch gekennzeichnet, daB die diskreten Erhebungen 
(3) hockerformig ausgebildet sind. 
7. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die deformationsbegren- 
5 zenden Elemente (4) hockerformig ausgebildet sind. 

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 



15 



20 



25 



Patentanspriiche 

1 . Halbleiterbauteil, umfassend 

einen Grundkorper (1) aus Halbleitermaterial miteiner 35 
Hauptseite (2), 

eine Vielzahl von diskreten Erhebungen (3), die von- 
einander beabstandet auf der Hauptseite (2) des Grund- 
korpers angeordnet sind, mit einer ersten Lange (A) 
senkrecht zur Hauptseite (2) und 40 
zumindest ein deformationsbegrenzendes Element (4), 
welches auf der Hauptseite (2) des Grundkorpers (1) 
angeordnet ist, mit einer zweiten Lange (B) senkrecht 
zur Hauptseite (2), die kleiner ist als die erste Lange 
(A). 45 

2. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Grundkorper (1) auf seiner 
Hauptseite (2) eine Umverdrahtungsebene (5) auf- 
weist, welche elektrische Anschliisse (6) eines vom 
Grundkorper (1) umfaBten Halbleiterplattchens (11) 50 
elektrisch mit den diskreten Erhebungen (3) verbindet, 
welche elektrisch leitfahig ausgebildet sind. 

3. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die diskreten Erhebungen (3) an 
den Kreuzungspunkten von Zeilen und Spalten einer 55 
Matrix an der Hauptseite (2) des Grundkorpers (1) an- 
geordnet sind. 

4. Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Vielzahl von deformationsbe- 
grenzenden Elementen (4) auf der Hauptseite (2) des 60 
Grundkorpers (1) angeordnet ist in Spalten der Matrix, 
jeweils zwischen den diskreten Erhebungen (3). 

5. Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das zumindest eine deformationsbe- 
grenzende Element (4) in Zeilen und Spalten der Ma- 65 
trix angeordnet ist jeweils zwischen den diskreten Er- 
hebungen (3). 

6. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
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